
1307ПН1Т - РАДИАЦИОННО-СТОЙКАЯ 
МИКРОСХЕМА ДВУХПОЛЯРНОГО 

 DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 

Аналога нет 

 

Корпус 4118.24-2 ГОСТ 17467-88 

 

Условное графическое изображение: 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Предельно-допустимые и предельные режимы 

эксплуатации: 

 

Наименование 

параметра 
режима, 
единица 

измерения 

Буквенное 
обозначение 

Предельно -

допустимый  
режим 

Предельный 
режим 

не 
менее 

не 
более 

не 
менее 

не 
более 

Напряжение 
питания, В 

UCC 18 36 -0,3 38 

Входное 
напряжение 

высокого уровня 
на выводе 
управления 

режимом, В 

UIH 2,4 5,5 -0,3 6,0 

Входное 
напряжение 

низкого уровня 

на выводе 
управления 
режимом, В 

UIL 0 0,8 -0,3 6,0 

 
 

 

 



Электрические параметры микросхем при приёмке и поставке. 

 

Наименование параметра, 
единица измерения, 
режим измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

 

Норма 
параметра 

Температур
а  

среды 
(корпуса), 

о С 

не 
менее 

  не 
более 

1 2 3 4 5 

Выходное напряжение источника 1, В,   
при Iоut1 = 0 и при            UСС = 18,0 В U01 14,4 15,6 

25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3        UСС  = 36,0 В 

Выходное напряжение источника 2, В, при 
Iоut2 = 0 и при                   UСС = 18,0 В U02 –15,6 –14,4 

25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3        UСС = 36,0 В 

Ток нагрузки источника 1, мА,  
при UСС = 18,0 В, RL = 120 Ом 

Iоut1 120 130 
25 ± 10 
85 ±  3 

– 60 ± 3       

Ток нагрузки источника 2, мА,  
при  UСС  = 18,0 В, RL = 120 Ом  

Iоut2 120 130 
25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ±  3       

Ток потребления, мА,  
при  UСС = 36,0 В,  UDЕ = 0 В  

ICC – 18,0 
25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3       

Ток потребления в ждущем режиме, мА,  
 при  UСС = 36,0 В, UDЕ = 5,5 В   

IСС1 – 4,5 
25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3       

Динамический ток потребления в  
рабочем режиме без нагрузки, мА,  
при UСС = 36,0 В, UDЕ = 0В, f = 100 кГц 

IСС2 – 36,0 25 ±10 

Ток утечки выхода ШИМ источника 1, мкА,  
при  UСС = 36 В, напряжении на выводе  LX+  
ULX+ = 0 В 

IOZ1 – 80 
25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3       

Ток утечки выхода ШИМ источника 2, мкА,  
при  UСС = 36 В, напряжении на выводе  LX-     
ULX- =  -16 В, напряжении на выводе В   UB = -16 
В 

IOZ2 –   150 
25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3       

Входной ток высокого уровня вывода 
управления режимом, мкА,  при   
UСС1 = 10В, UDЕ =5,5 B 

IIH -1,0 1,0 
25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3       

Входной ток низкого уровня  вывода 
управления режимом, мкА,  
при UСС1 = 10В, UDЕ = 0 B 

IIL -1,0 1,0 
25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3       

Сопротивление силового ключа  
источника 1 в открытом состоянии, Ом  

RON1 – 7 
25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3       

Сопротивление силового ключа 
источника 2 в открытом состоянии, Ом  

RON2 – 7 
25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3       

Частота ШИМ, кГц,  при  UСС = 18,0 В f – 280 
25 ± 10 
85 ± 3 

– 60 ± 3       

 



 

Техническое описание 
 

Микросхема 1307ПН1Т предназначена для работы в составе модуля двухполярного DC-DC 

преобразователя с выходными напряжениями: источник 1 - 15В и источник 2 - минус 15В - с диапазоном 

входных напряжений Ucc 18...36В. Максимальный ток нагрузки каждого источника 120 мА. 

Источник 1 работает по схеме включения понижающего DC-DC преобразователя. Источник 2 

работает по схеме включения инвертирующего DC-DC преобразователя. 

Используя соответствующие схемы включения, выходные напряжения могут регулироваться в 

диапазоне: 

- источник 1 - от 3 до 33В; 

- источник 2 - от минус 1 до минус 36В, при условии, что сумма входного и выходного напряжения по 

модулю меньше 55В. 

В состав микросхемы входят (схема электрическая структурная КЛГЯ.431321.601 Э1): 

- источник опорного напряжения; 

- 2 ШИМ модулятора; 

- 2 усилителя ошибки обратных связей; 

- преобразователь напряжения для питания системы управления схемы; 

- 2 силовых выходных N-канальных МОП-транзистора; 

- 2 преобразователя уровня (драйвера) для управления силовыми МОП-транзисторами; 

- схема ёмкости "накачки" повышенного напряжения для "глубокого" отпирания МОП-транзисторов. 

Схемы включения микросхемы для получения различных выходных напряжений представлены на 

рисунках 1-3. На рисунке 4 представлена рекомендуемая топология печатной платы для типовой схемы 

представленной на рисунке 1. 



 

 

 
D - микросхема 1307ПН1Т; 

R1 - резистор С2-23 0,125Вт 12кОм±1%; 

R2 - резистор С2-23 0,125Вт 1 Ом±5% (рекомендуется использовать предохранитель 

ВП4-1А ); 

Rн1, Rн2 - сопротивление нагрузки; 

RP – резистор МЛТ-0,125Вт 1МОм; 

VD1 - стабилитрон 2С198В; 

VD2, VD3 - диод Шоттки MUR 110 или аналогичный; 

VD4, VD5 - диод 1N4148 или аналогичный; 

С1 - конденсатор К10-17Б 220пкФ±1%; 

С2 - конденсатор К50-35 25В 10мкФ±10%; 

С3 - конденсатор К50-35 50В 100мкФ±10%; 

С4, С5 - конденсатор К50-35 35В 220мкФ±20%; 

С6 – конденсатор К10-17Б 100нФ±10%; 

С7 - конденсатор К10-17Б 1000нФ±10%; 

СР1,СР2 – конденсатор К10-17Б 100нФ±10% (рекомендуется для увеличения КПД); 

L1, L2 - дроссели ДПМ 0,2-100мкГн±5%. 

* При использовании источника питания с напряжением выше 26В рекомендуется 

применять схему включения по рисунку 3. 

Рисунок 1 - Типовая схема включения микросхемы 1307ПН1Т для выходных  

напряжений 15В (источник 1) и минус 15В (источник 2). 

 

 

 



 

D - микросхема 1307ПН1Т; 

R1 - резистор С2-23 0,125Вт 12кОм±1%; 

R2 - резистор С2-23 0,125Вт 1 Ом±5% (рекомендуется использовать  

предохранитель ВП4-1А ); 

R3, R4 - резистор подстрочный 100кОм±10%; 

R5 - резистор С2-23 0,125Вт 3кОм ±5%; 

RP – резистор МЛТ-0,125Вт 1МОм±5%; 

Rн1, Rн2 - сопротивление нагрузки; 

VD1 - стабилитрон 2С198В; 

VD2, VD3 - диод Шоттки MUR 110 или аналогичный; 

VD4, VD5 - диод 1N4148 или аналогичный; 

С1 - конденсатор К10-17Б 220пкФ±1%; 

С2 - конденсатор К50-35 25В 10мкФ±10%; 

С3 - конденсатор К50-35 50В 100мкФ±10%; 

С4, С5 - конденсатор К50-35 35В 220мкФ±20%; 

С6 – конденсатор К10-17Б 100нФ±10%; 

С7 - конденсатор К10-17Б 1000нФ±10%; 

СР1,СР2 – конденсатор К10-17Б 100нФ±10% (рекомендуется для увеличения КПД); 

L1, L2 - дроссели ДПМ 0,2-100мкГн±5%. 

* При использовании источника питания с напряжением выше 26В рекомендуется 

применять схему включения по рисунку 3. 

Рисунок 2 - Схема включения микросхемы 1307ПН1Т для выходных напряжений 

 меньше 15В (источник 1) и больше минус 15В (источник 2).



  

D - микросхема 1307ПН1Т; 

R1 - резистор С2-23 0,125Вт 12кОм±1%; 

R2 - резистор С2-23 0,125Вт 1 Ом±5% (рекомендуется использовать предохранитель 

ВП4-1А ); 

R3, R4 - резистор подстрочный 100кОм±10%; 

Rн1, Rн2 - сопротивление нагрузки;  

RP – резистор МЛТ-0,125Вт 10МОм±5%; 

VD1 - стабилитрон 2С198В; 

VD2, VD3 - диод Шоттки MUR 110 или аналогичный; 

VD4, VD5 - диод 1N4148 или аналогичный; 

VT1 - P-МОП транзистор IRFD-9210 или аналогичный; 

С1 - конденсатор К10-17Б 220пкФ±1%; 

С2 - конденсатор К50-35 25В 10мкФ±10%; 

С3 - конденсатор К50-35 50В 100мкФ±10%; 

С4, С5 - конденсатор К50-35 35В 220мкФ±20%; 

С6 – конденсатор К10-17Б 100нФ±10%; 

С7 - конденсатор К10-17Б 1000нФ±10%; 

СР1,СР2 – конденсатор К10-17Б 100нФ±10% (рекомендуется для увеличения КПД); 

L1, L2 - дроссели ДПМ 0,2-100мкГн±5%. 

Рисунок 3 - Схема включения микросхемы 1307ПН1Т для выходных  

напряжений больше 15В (источник 1) и меньше минус 15В (источник 2). 
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Рисунок 4 - Рекомендуемая топология печатной платы и расположение элементов  

на ней для типовой схемы. 
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